4.3.4 Tranzistor
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Pr. 1: Na obrazku jsou nakreslenydsiody. Rozhodni, ktera z nich je zapojena v propés a

ktera v zagrném sngru.
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Leva dioda je zapojena v propustnéntsmprava je zapojena v zZamém sndru.

Tranzistor = asi nejdezitéjSi polovodtova sodastka, moznost miniaturizace (v integrovanych
obvodech jako jsou procesorygiace jsou miliony tranzistérna cm? .
Ma tti vyvody, kazdy pipojeny k jedné vrstpolovodte. Oznéeni:

e E —emitor
e B —Dbaze

e K - kolektor (v zahrasii se pouziva C)
Prostedni vrstva je vzdy velmi tenka.

Dva druhy normalnich (bipolarnich) tranzigtor

Druh NPN PNP
Znatka C C
B
E E
Konstrukce B B
N P N P
E | K E | K

Jak funguje?

Zapojime obvod s tranzistorem NPN podle obrazk Idibda musi byt v propustném &m.
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Dioda nesviti = tranzistor nepropousti proud (je emy).




Nyni vyuzijeme i vyvod baze, dotkneme se jednintgonsruky baze a druhym kladného pélu
baterie = rukou prochazi velmi maly proud, LED se rozsviti tranzistor propousti proud
(otevtel se). Je zajimavé, Ze velmi maly proud, prochidizejkou stail k tomu, aby tranzistories
sebe pustil podstatrvetSi proud nutny k rozsviceni diody (zesilovaci efek

ILED

Podobr mizeme malym proudem, ktery jde do ba¥esp ED diodu, rozsvitit Zarovku daleko
VvEtSim proudem, ktery jde mezi emitorem a kolektorem.
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Tranzistor zesiluje tim, Ze malé zminy malého proudu pres bazi, zfisobuji velké znény
velkého proudu jdouciho mezi kolektorem a emitorem.

Jaky je mechanismus uvit
Nakreslime si obrazek.
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Prvni pohled:
Proud mezi emitorem a kolektorem nietra protékat, levyigchod NP je otdgeny, ale pravy PN je
uzaweny.

Tak tomu bude ale vzdy, bez ohledu na zapojeni, bdkee by proud neghprochazet nikdy. =
rozpor s pokusem=  Zkusime se podivat |épe a nakreslit séignpohybu elektrot a cr.
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Druhy pohled:
Elektrony od emitoru projdouies levy NP pechod do oblasti P. Tam jsou ale minoritnimi tiosi
proudu a proto je proérpravy fechod PN otaeny a mohoui@s &) projit ke kolektoru. (Pravy
piechod PN je uzaeny, protoze elektrony v N polova@ijsou u kolektoru a nemohou se
pohybovat doprava. Pokud jsou elektrony nalevo&@de pro r¢ pirechod piichozi, vigjSi naggti je
pritahuje doprava.)

= Ted to naopak vypada, Zégs tranzistor bude proud prochazetgah bez ohledu na to, co se
bude @lat s bazi.
Ziskali jsme upla jiny pohled neZ fedtim, ale ptad to neodpovida realit

Zkusime teti pohled a lepSi sledovani elektiton

Treti pohled:
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Elektrony projdou fes prvni pechod do baze, ale tam mohou zrekombinovaegahou dr, které

se nachéazeji v P polova@ili = V P polovodéi ptibyva chycenych elektrdna ten se nabiji

ZAporr.

Cim vic je chycenych elektrartim je P polovodi nabity zapor# a tim hife se do ni dostavaiji
elektrony od emitoru.

Dostaténé mnozstvi chycenych elektiiomytvori takovy zdporny naboj, Ze se elektrony od emitoru
do P polovodie vibec nedostanou= tranzistor je zavieny. (Jak ma byt podle pokusu.)

Prad se i pipojeni baze tranzistor otis/?

Z levécésti tranzistoru se stane dioda zapojena v propossmngru. Elektrony chycené v P
polovodii mohou es bazi opoust P polovodt, tim zmenSi zaporny naboj ¥m a umozni aby
do rgj zase z&aly piichazet elektrony od emitoru (tim se tranzistovtgea od emitoru Zame
prochazet proud).

Pro¢ musi byt prostredni ¢ast polovodie s vodivosti P tenka?



Do c&r se nesmi zachytit vS8echny elektrony, které vygdynitoru. Pedpokladejme, Ze tisicinu

sekundy vyjde z emitoru 1000 elektton

Prostednicast je tenkd, dhem kratké cesty zapadne diy dagiklad pouze 10 elektrdrz 1000
= do kolektoru projde 990 elektron(99 x vic).

Aby zachycené elektrony niggkazely v piichodu dalSim elektrdim z emitoru musi odtéctgs

bazi.

Tedy, kdyz kazdou tisicinu sekundy projde bazilg&teoni, negfibudou v oblasti P Zadné

zachycené elektrony a z emitorucbpaze gres prvni pechod projit dalSich 1000 elektrfgre

nichz 990 projde ke kolektoru a deset, které shytaw prostednicasti a poté odejdoues bazi.

Na udrzeni proudu 990 elektibmezi emitorem a kolektorem je pelba jenom 10 elektrdn

prochazejicich bazi= tranzistor zesiluje maly proud 10 elektroni p¥es bazi na velky proud

990 elektroni pires kolektor.

ZmenSim proudi@s bazi na 5 elektrdn = zvysi se poet zachycenych elektrary bazi =
elektrony z emitoru musirpkonavat ¥tSi plekazku = do béaze jich projde pouze 500, z nich se v
bazi 5 zachyti = do kolektoru projde 495 elektrara z baze jich zase musim 5 odvést, aby jich
do ni mohlo v dalSim okamziku 500 proniknout vysledek: zmenSeni proudu bazi o 5

elektroni, zpasobilo snizeni proudu kolektorem o 495 elekiron

Shrnuti: Elektrony, které maji projit od emitoru ke kolektanusi pekonavat pekazku
(odpuzovani elektranzachycenych v bazi). VySkugkazky a tim i jejich mnoZstvi regulujeme
malym proudem z béaze.

Jedna ze zakladnich charakteristik tranzistofte= pri konstantnim U - proudovy

B
zesilovaciéinitel pii konstantnim nafti emitor-kolektor

Alg 990
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V naSem fipacs (elektrori): B =

NejpouzivasjSi zapojeni tranzistoru se spétgm emitorem.
Ik

Jako vstupni se pouziva maly proubtl; vystupnim zesilenym proudem je proud kolektofy .

Nevyhoda bipolarni tranzistibr proud prochazejici bazi= tranzistory, které nepitabuji na
ovladani proudu mezi kolektorem a emitorem véstigtoézi =FET tranzistory (Field Effect
Tranzistor = tranzistatizeny elektrostatickym polem).

FET tranzistor
Slake dotovana destka P polovodie se d¥¢ma silré dotovanymi oblastmi N (source a drain).



|BREREER Tranzistor je slozen zé# wrstev polovodit PNP (nebo NPN).




